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現する。典型物質の 1 つである CeRhIn5 では、磁性と超伝導が共存している状態が見いだされて




CeIrSi3 は、反強磁性相内に超伝導相が深く入り込んだ CeRhIn5 と類似の圧力-温度相図が電気抵
抗測定より得られているが、反強磁性相内の超伝導は詳しく調べられていない。また、CeRhIn5
は 4 f 電子の局在性が強いと考えられるのに対して、CeIrSi3 は遍歴性が強いと考えられる。両者
で f 電子の混成の強さが異なっている可能性があり、CeIrSi3 の反強磁性相内の超伝導特性を明ら
かにすることは、重い電子系の超伝導を理解するうえで非常に重要である。 
4 f 電子系では、磁気秩序を形成する局在状態から非磁性の遍歴状態(重い電子状態) にどうのよ
うに移り変わるのか、多くの研究がなされているが共通の理解は得られていない。磁気秩序の消
失とともに量子臨界点で電子構造の変化が起こるという考え方と、磁気相転移とは別の場所で電
子構造の 1 次相転移が起こるという考え方が提案され、議論されている。4 f 電子の性質を理解
することは、磁気秩序が消失する圧力近傍で生じる重い電子系超伝導の物性を理解する上で重要
である。本研究で注目した CeIrSi3 と、同一結晶構造の CeRhSi3は、中性子回折実験から SDW と
考えられている。また、両化合物は、似た磁気構造と c-f 混成の強さを持つことから、似た電子
構造を持つことが期待されるが、dHvA 効果測定より観測されたフェルミ面は似ていない。また、






































































に立証した。また、このような現象は、同類物質の CeRhSi3 でも生じている可能性があり、113 系物
質においては、超伝導と反強磁性相の共存現象は実験における誤りであると結論した。これまで 115
という組成比を有する CeRhIn5 において超伝導と反強磁性の共存現象が報告されて以来、本研究対象








 以上記載したように、本研究は重い電子系物質 CeIrSi3 において、高品質な試料合成を行い高圧環
境で精度の良い電気抵抗測定を行う事により、観測されている超伝導が本質的なバルク超伝導ではな
く、歪み超伝導である事を実験的に明確に示し、報告されている超伝導相と反強磁性相の共存現象は
誤りである事を指摘した。また、高圧・磁場下における横磁気抵抗を詳細に観測する事により、本物
質系の特異な電子状態を明確にした。本研究は、飯田祐己氏が自立して研究活動を行うに必要な高度
の研究能力と学識を有することを示している。したがって，飯田祐己氏提出の博士論文は，博士（理
学）の学位論文として合格と認める。 
 
 
 
 
